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ﬂstract - \

This work aims to study the diffusion of phosphorus in Germanium and knowing the
factors influencing in this diffusion. After modeling the diffusion of phosphorus in
Germanium by the vacancy mechanism taking into account the contribution of doubly
negatively charged vacancies and the simulation of diffusion of phosphorus in
Germanium, we found that the phosphorus activation energy in germanium is
estimated at 2.93 eV and that the diffusion depth decreases by increasing the pre-
concentration of gallium in germanium and increasing by increasing the temperature
and diffusion time.

\Keywords: phosphorus, diffusion, double negative charge vacance, vacancy

mechanism. /
ﬂsumé : \

Ce travail vise a étudier la diffusion de phosphore dans le Germanium et de connaitre
les facteurs qui influencent cette diffusion. Apres avoir modélisé la diffusion du
phosphore dans le Germanium par le mécanisme lacunaire en tenant compte de la
contribution des lacunes doublement chargés négativement et simuler la diffusion du
phosphore dans le Germanium, nous avons constaté que 1’énergie d’activation du
phosphore dans le germanium est estimée a 2,93 eV et que la profondeur de diffusion
diminue en augmentant la pré-concentration de gallium dans le germanium, ce
derniére augmente par I’ augmentation de la température, la concentration a la surface
et le temps de diffusion.

Mots-clés: phosphore, diffusion, lacunes doublement chargés négativement,
mécanisme lacunaire. /




